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다결정 박막의 전극물질이NiO resistance switching

현상에 미치는 영향

노영수1,2 김영은, 1 박동희, 1 김태환, 2 최원국, 1
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와 상부전극의 구조에서 현상을 연구하였다Pt ITO top-electode/NiO/Pt resistance switching .

하부전극물질이 현상에 미치는 영향은 이미 연구되었다 이나resistance switching . Ohmic low

은 박막의 현상은 높은 전기장의 인가에 의해 것이Schottky contact NiO resistance switching

나타나는 것은 알 수 있었다 에서는 유도전기장에 의한. Ohmic contact resistance switching

현상들을 관찰할 수 있다 를 가지는 구조에서. low Schottky barrier ITO/NiO/Pt resistances

현상은 관찰되지 않고 구조로 접촉은 유도전기장에 의한switching Pt/ITO Ohmic resistance

현상이 나타나지 않음을 알 수 있었다switching .
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